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Для многих полупроводниковых соединений характерно сосуществование нескольких кристаллических модификаций. Возможность гетеропереходов между соединениями кубической и гексагональной симметрии следует учитывать при изучении электронных и фононных свойств квантовых ям.
В настоящей работе выполнено теоретическое исследование особенностей спектра оптических фононов и электрон-фононного взаимодействия в гетероструктурах с различной симметрией материалов квантовой ямы и барьеров. Рассмотрена различная ориентация оптической оси гексагональной структуры относительно плоскости квантовой ямы. В гетероструктурах кубической симметрии именно взаимодействие с интерфейсными оптическими фононами определяет эффективный параметр электрон-фононного взаимодействиях [1]. Этот параметр необходим для описания процессов релаксации носителей в квантовой яме и возникновения поляронной массы носителей заряда. В рассматриваемых структурах спектр интерфейсных фононов и параметры электрон-фононного взаимодействия определяются анизотропией диэлектрических свойств гексагональной структуры. В частности, для гексагональной квантовой ямы, окруженной барьерами кубической симметрии, спектр симметричной моды интерфейсных оптических фононов определяется следующим выражением:
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 – диэлектрическая проницаемость барьеров, 
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 – диэлектрические проницаемости гексагонального материала ямы в направлениях параллельном и перпендикулярном оптической оси, L – ширина квантовой ямы. При сильном различии фононных частот, входящих в выражения для 
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, в структуре возможно появление дополнительных ветвей оптических фононов, которые отсутствуют как в материале квантовой ямы, так и на отдельной гетерогранице. Учет всех фононных ветвей спектра позволяет описать экспериментальные данные по изменению величины эффективной массы в квантовой яме на основе соединений ZnO-ZnMgO [2].
Данная работа выполнена при частичной поддержке гранта НШ 5062.2014.2.
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